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題目:添加氮氣對於六甲基二矽氧烷電漿聚合製程之影響 
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以電漿聚合系統做薄膜沉積再以UV-VIS/水接觸角量測儀/表面輪廓儀/ FTIR/刮痕試驗機 
做表面分析。 
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    從實驗結果得到，氮流量的量多寡與不同的時間，會影響薄膜在基板上的成長、與分析的結果。透過刮
痕特性分析，得到在十分鐘的通氣、與二十分鐘的通氣，差別在於二十分鐘薄膜較厚、且裂痕較多。 
  透過UV色度座標分析後，得到通氮氣出來的薄膜，不管時間長短、通氣量多寡都呈現接近透明無色，幾
乎是在色度儀的正中央，這也表示薄膜透光度極高，可應用於手機面板的鍍膜製程。 
  透過水接觸角分析儀得到，不管通氣量多寡與時間長短，呈現出來的角度都大致相同。 
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